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	法律状态
	专利号
	发明人（第一人）
	专利名称

	1
	2013
	实用新型
	授权
	CN201320138754.4
	吴卫华
	一种数字式相位差测量仪

	2
	2014
	实用新型
	授权
	CN201420124363.1
	吴卫华
	一种广义Lorenz混沌系统实验仪

	3
	2014
	发明
	授权
	CN201410123117.9
	朱小芹
	掺氮改性的相变薄膜材料及其制备方法

	4
	2014
	实用新型
	实质审查
	CN201410655783.7
	袁丽
	一种用于快速高稳定性相变存储器的掺氮纳米薄膜材料及其制备方法

	5
	2015
	发明
	授权
	CN201510067700.7
	朱小芹
	用于相变存储器的GeSb基掺氮纳米薄膜材料及其制备方法

	6
	2015
	发明
	实质审查
	CN201510889657.2
	朱小芹
	用于相变存储器的Si/Sb类超晶格相变薄膜材料及其制备方法

	7
	2015
	发明
	实质审查
	CN201510970708.4
	晏雨枫（胡益丰）
	一种Ge-Sb-Se纳米相变薄膜材料及其制备方法和应用

	8
	2015
	发明
	实质审查
	CN201511030291.X
	邹华
	用于相变存储器的铒掺杂Sn15Sb85基相变薄膜材料及薄膜制备方法

	9
	2015
	发明
	实质审查
	CN201510205799.2
	胡益丰
	用于高速相变存储器的GeTe/Sb类超晶格相变薄膜材料及其制备方法

	10
	2015
	发明
	实质审查
	CN201510206563.0
	胡益丰
	用于高速低功耗相变存储器的Ge/Sb类超晶格相变薄膜材料及其制备方法

	11
	2015
	发明
	授权
	CN201510317313.4 
	邹华
	用于高速低功耗相变存储器的Ga40Sb60/Sb类超晶格相变薄膜材料及其制备方法

	12
	2015
	发明
	授权
	CN201510876374.4 
	邹华
	稀土掺杂Sb基相变薄膜材料及薄膜制备方法

	13
	2015
	发明
	实质审查
	CN201510067737.X 
	吴卫华
	用于相变存储器的SbSe基掺氮纳米薄膜材料及其制备方法

	14
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610788846.5
	朱小芹
	氮掺杂改性的相变薄膜材料及其制备方法

	15
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610794092.4 
	朱小芹
	一种掺氮改性的相变薄膜材料及其制备方法

	16
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610851635.1
	胡益丰
	一种掺氮的Sb纳米相变薄膜材料及其制备方法与用途

	17
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610911966.X
	胡益丰
	一种掺氧的Sb纳米相变薄膜材料及其制备方法与用途

	18
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610851659.7
	胡益丰
	一种SiO2/Sb类超晶格纳米相变薄膜材料及其制备方法和应用

	19
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610852690.2
	胡益丰
	一种Si-Sb-Se纳米相变薄膜材料及其制备方法与用途

	20
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610363525.0 
	郑龙
	一种复合相变薄膜材料及其制备方法

	21
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610920167.9
	车立亮（吴卫华）
	一种实验室开放实验管理系统及方法

	22
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610911787.6
	车立亮（吴卫华）
	一种用于粮食仓库排风系统的物联网控制系统及方法

	23
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610620373.8
	邹华
	稀土Er掺杂改性的GeSb纳米薄膜及其制备方法

	24
	2016
	发明
	实质审查
	CN201610852807.7
	邹华
	一种Er-Se-Sb纳米相变薄膜材料及其制备方法和应用

	25
	2017
	发明
	实质审查
	CN201710101641.X 
	胡益丰
	一种SiO2 掺杂Sb纳米相变薄膜材料及其制备方法与用途

	26
	2017
	发明
	实质审查
	CN201710101643.9
	胡益丰
	一种Cu-Sn-Se纳米相变薄膜材料及其制备方法和用途

	27
	2017
	发明
	实质审查
	CN201710193047.8
	胡益丰
	一种用于高稳定性相变存储器的Ge-Cu-Te纳米相变薄膜材料及制备方法


